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Resumen

El presente proyecto aborda la preparacion de celdas
fotoelectroquimicas sensibilizadas con semiconductores.
Como primera ectapa del proyecto el trabajo ha sido
enfocado a la busqueda de las condiciones mas adecuadas
para la preparacion de capas porosas nanoestructuradas de
dioxido de titanio (TiO,) Para ello se ha estudiado la
velocidad de crecimiento y homogeneidad de las capas
obtenidas bajo diferentes condiciones. Se presentan los
resultados hasta ahora obtenidos de depositos realizados
con la técnica de spray pirolisis (SP) y su caracterizacion
por técnicas de perfilometria y elipsometria; ademas de
determinar su transmitancia en el UV-Visible.

Introduccion

Las celdas fotoelectroquimicas fueron propuestas en 1991
por M. Gritzel y B. O'Reagan. Estas mimetizan los
procesos de fotosintesis de las plantas al generar energia
mediante reacciones redox asistidas por la absorcion de
fotones. En la aplicacion de este tipo de dispositivos se
espera encontrar varias de las respuestas dentro de las
investigaciones que abordan problemas tales como la
creciente escasez de combustibles fosiles, 6 problemas
como el impacto ambiental global y local que ha tenido la
contaminacion como resultado de la actividad
antropologica. La activacion de estos dispositivos se
realiza mediante la absorcion de tintes o colorantes
mientras que la activacion con semiconductores no ha
sido practicamente explorada. La técnica de spray pirolisis
presupone disponer de una alternativa eficaz y de bajo
costo en el depoésito de peliculas delgadas, teniendo su
mayor virtud en no necesitar hacer dichos depositos al
vacio.

Procedimiento Experimental

Para la preparacion de las capas de TiO, utilizamos una
solucion precursora de acetilacetonato de titanilo
(0.005M) en metanol, a la que se le afladieron unas gotas
de HCIL. La solucién es pulverizada con un nebulizador
ultrasonico y es transportada hasta un sustrato el cual es
calentado a diferentes temperaturas (400, 450, y 500 °C)
para provocar la descomposicion de la sal de partida y la
formacion de la fase de interés. A las capas asi obtenidas
se les midi6 su espesor y su indice de refraccion por
medio de la elipsometria; y se midieron sus espectros de
transmitancia en el UV-Vis.

Resultados y Analisis

La Figura 1 muestra las modificaciones de los especros de
transmitancia de capas preparadas a tres temperaturas. En
general se observa que los bordes de absorcion estan
proximos a los que comunmente se observan para el TiO,
(3.2-3.4¢eV).
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Figura 1. Espectros de Transmitancia de capas de TiO,
obtenidas a diferentes temperaturas.

Las mediciones de los valores promedios de espesor (tabla
1) muestran un incremento de este con el aumento de la
temperatura mientras que el indice de refraccion sugiere
un maximo de porosidad para la muestra obtenida a
450°C.

Tabla 1. Valores promedio del espesor y el indice de refraccion
(n) para cada capa (t=10 min).

Temperatura (°C) Espesor (nm) n
400 37 2.41
450 67 2.23
500 125 2.36
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